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Uktad stabilizacji tranzystora potencjalnie niestabilnego

Przedmiotem wynalazku jest uktad stabilizacji tranzystora potencjalnie niestabilnego. Wspétczesnie produ-
kowane tranzystory mikrofalowe o duzych czestotliwosciach granicznych sq potencjalnie niestabilne na czgstotli-
woéciach lezgcych w zakresie pasma UHF, a takZe bardzo czgsto w uzytecznych pasmach pracy, co oznacza, Ze
przy pewnych wartosciach impedancji dotgczonych do wejscia i wyjécia tranzystora, w uktadzie moga wzbudzaé
si¢ drgania. Wzbudzenia tranzystora na cz¢stotliwosciach poza uzytecznym pasmem pracy $a réwniez szkodliwe,
poniewaz powoduja wprowadzanie tranzystora w zakres pracy nieliniowej, zmieniajac niekorzystnie charaktery-
styki wzmacniacza, jak: zwigkszenie szuméw wiasnych, spadek wzmocnienia itp.

W szeregu zastosowari wzmacniaczy, a w szczeg6lnosci w odbiornikach radiolokacyjnych z odbiciowymi
uktadami NO lub uktadami zasiegowej regulacji czutosci, wymagane jest, aby wzmacniacz wejsciowy byt bez-
wzglednie stabilny, tzn. Zeby na jego wyjciu nie pojawialy si¢ drgania przy dowolnej wartosci impedangji
dotaczonej do jego wejscia.

W znanych rozwigzaniach, stabilng prace wzmacniacza z tranzystorem potencjalnie niestabilnym uzyskuje
si¢ przez stosowanie na jego wejsciu element6w separujacych, takich jak izolatory i cyrkulatory ferrytowe. Wada
takich rozwiazan jest wzrost wspétczynnika szuméw, wywolywany stratami w elemencie separujacym i linii
transmisyjnej, faczacej ten element ze wzmacniaczem oraz wzrost kosztéw zwigzany z koniecznoscia stosowania
szerokopasmowego nieodwracalnego elementu ferrytowego, ktérego cena jest poréwnywalna lub wyzsza od ceny
tranzystorowego wzmacniacza mikrofalowego. Inng wada tych uktadéw sa ich gabaryty, ktére szczegélnie w za-
kresie mniejszych czestotliwosci mikrofalowych sg znacznie wigksze niz gabaryty samego wzmacniacza.

Istnieje réwniez mozliwos¢ zapewnienia stabilnosci wzmacniacza przez dotaczenie do wejscia lub wyjscia
tranzystora rezystora ttumigcego, o odpowiedniej wartosci rezystancji. Wiaczenie rezystora ttumiacego na wej-
éciu lub wyjsciu powoduje spadek wzmocnienia mocy. Poza tym wlaczenie rezystora na wejsciu powoduje
pogorszenie wsp6tczynnika szuméw wzmacniacza.

Warto$¢ szeregowej rezystancji ttumigcej zapewniajacej stabilng pracg wzmacniacza jest funkcja czestotli-
woséd i ze wzrostem czestotliwosc maleje. Jednakze, aby zapewni¢ bezwzgledna stabilnos¢ wzmacniacza trzeba
stosowad rezystor o takiej rezystancji, aby stabilizowala tranzystor na czestotliwosci, na ktérej jest on najbar-
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dziej podatny na wzbudzenia. Rezystancja stabilizujaca tranzystor na czgstotliwosci krytycznej, na ktérej naj-
latwiej wzbudzaja si¢ drgania, powoduje duZe zmniejszenie wzmocnienia mocy tranzystora, dochodzace do 60%,
przy czym spadek wzmocnienia jest prawie niezaleiny od czestotliwosci. Wymagana graniczna minimalna warto§¢
rezystancji stabilizujgcej w zakresie czestotliwosci powyzej czestotliwosci krytycznej maleje, powodujac wzrost
strat' wzmocnienia (przy wlaczeniu szeregowym) i wzrasta (przy wlaczeniu réwnoleglym), a tym samym straty
wzmocnienia zwiazane z wlgczeniem rezystancji malejg ze wzrostem czestotliwosci.

W rozwigzaniu wedtug wynalazku, w obwodzie wyjSciowym tranzystora wlaczono uklad stabilizujacy,
ztozony z polaczonych szeregowo lub réwnolegle odcinkéw linii transmisyjnej o réznych wspétczynnikach ttu-
mienia na jednostke diugosci. Odcinek linii transmisyjnej o matych stratach, dolaczony jest jednym swym
koricem do wyjsciowych zaciskéw tranzystora, a drugim koricem potaczony jest z odcinkiem linii stratnej o du-
zym wspétczynniku ttumienia na jednostke dtugosci. Drugi koniec odcinka linii stratnej potgczony jest z odcin-
kiem linii transmisyjnej o matych stratach, zwartej na koncu.

W drugim wariancie uktadu stabilizujgcego, odcinek linii transmisyjnej o matych stratach dotaczony jest
jednym swym koricem do zaciskéw wyjsciowych tranzystora, a do drugiego korica tej linii dotaczone sa réwno-
legle dwa odcinki linii transmisyjnych, zwarte na koncu. Linia druga ma duzy wspdiczynnik tlumienia na
jednostke dugosci, a linia trzecia ma bardzo mate straty transmisyjne.

Przez odpowiedni wybdr wartosci impedancji charakterystycznych odcinkéw linii transmisyjnych, diugosci
tych odcinkéw, i wspétczynnikéw ttumienia a uzyskuje si¢ taki przebieg rezystancji wnoszonej na zaciski tranzy-
stora, Ze na kazdej z czestotliwosci wartos¢ tej rezystancji jest zblizona do wartosci Tezystancji granicznej nie-
zbednej do zapewnienia stabilnej pracy tranzystora. Dzigki takiemu przebiegowi rezystancji zmniejszenie wzmoc-
nienia mocy jest ograniczone do minimum niezbednego do zachowania stabilnosci. W efekcie ttumienie wnoszo-
ne przez czwérnik stabilizujacy w zakresie mniejszych czestotliwosci jest wigksze i ze wzrostem czestotliwosci
maleje. Dodatkows zaletg uktadu wedtug wynalazku jest to, ze dzigki zmiennemu ttumieniu, wprowadzanemu
przez uktad stabilizujgcy, nastepuje wyréwnanie opadajacej w funkgji czestotliwosci charakterystyki wzmocnie-
nia mocy.

Wynalazek jest blizej okreslony na przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia obwéd
zloZony z szeregowego poltaczenia odcinkéw linii transmisyjnych, a fig. 2 przedstawia drugi wariant rozwigzania
obwodu, ztozonego z réwnolegtego potaczenia odcinkéw linii transmisyjnych.

Uktad stabilizujacy wedtug wynalazku sktada sie ztrzech odcinkdéw linii o réznych wspétczynnikach
tltumienia na jednostke dtugosci. Uktad ten wiaczony jest réwnolegle w obwodzie wyjsciowym stabilizowanego
tranzystora. Pierwszy odcinek linii transmisyjnej 1 dotgczony jednym swym koricem do wyj$ciowych zaciskéw
tranzystora jest linig o bardzo matych stratach. Do pierwszego odcinka linii 1 dotaczony jest drugi odcinek linii
o duzym wspétczynniku ttumienia 2. Do drugiego odcinka linii 2 dotaczony jest trzeci odcinek linii 3 o bardzo
matych stratach, zwarty na kosicu.

Wartosci dtugosci linii transmisyjnych 1,, 1,, 1;, impedancji charakterystycznych Z,, Z,, Z; oraz
wsp6tczynnika ttumienia zalezg od typu uzytego tranzystora. Suma dtugosci elektrycznych linii transmisyjnych
1, + 1, + 1, jest mniejsza od jednej czwartej dtugosci fali na najwyzszej czg¢stotliwosci pracy wzmacniacza.

W drugim wariancie uktadu stabilizujacego dotgczonego do obwodu wyjéciowego stabilizowanego tranzy-
stora, do pierwszego odcinka linii transmisyjnej o bardzo matych stratach 1 dotaczona jest druga linia o0 duzym
wsp6tczynniku ttumienia 2 zwarta na koricu i réwnolegle z nig — trzecia linia 0 malym wsp6tczynniku ttumie-
nia 3, réwnieZ zwarta na koricu.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad stabilizacji tranzystora potencjalnie niestabilnego, zbudowany z odcinkéw linii transmisyjnych
z poprzecznym rodzajem fal elektromagnetycznych, znamienny tym, ze odcinek linii transmisyjnej
o matych stratach (1) jednym swym koficem dotgczony jest réwnolegle do wyjsciowych zaciskéw tranzystora
adrugim koricem potgczony jest z odcinkiem linii stratnej o duZzym wspétczynniku tiumienia na jednostke
dhugosci (2), ktéry to odcinek linii z kolei jest drugostronnie potaczony z odcmlclem linii 0 matych stratach (3)
zwartej na koricu.

2.Uklad stabilizacji tranzystora potenc,alme niestabilnego, zbudowany z odcinkéw - linii transmisyjnych
z poprzecznym rodzajem fal elektromagnetycznych, znamienny tym, 2e odcinek linii transmisyjnej
o matych stratach (1) jednym swym koricem dotaczony jest do zaciskéw tranzystora,a do jego drugiego korica sg
dotaczone réwnolegle dwa odcinki linii transmisyjnych, zwarte na koficu, przy czym linia druga (2) ma duzy
wspétczynnik thumienia na jednostke dtugosci,a linia trzecia (3) ma bardzo mate straty transmisyjne.
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